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<f}) Halbletterbauelement 

Es wird eln Ha! b I eiterbau element vorgeschlagen, bei dem 
ein scheibenformiger Halbleiterkdrper (1 ) auf einen metalli- 
schen Socket (2) aufgelotet ist und bei dem der schelben- 
formige Halbleiterkdrper (1) an seiner Oberseite mindestens 
einen flachenma&ig eng begrenzten efektrischen AnschluB- 
kontakt aufweist von dem efne elektrische Verbindungslei- 
tung (5) zu einem auBeren AnschluBleiter (6) des Halbleiter* 
bauatements fuhrt, der dem flachenmSBig eng begrenzten 
elaktrischen AnschluBkontakt zugeordnetlst Der scheiben- 
fdrmige Halbleiterkdrper (1) ist dabei in eine Aussparung (8) 
einer vertorenen Ldtschablone (9) etngefflgt, die ebenfalls 
auf den metallischen Sockel (2) aufgelotet ist (Figur 1). 
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Anspruche 

Halbleiterbauelement, bei dem ein scheibenformiger 
Halbleiterkorper (1) auf eiaen metallischen Sockel (2) 
unmittelbar oder uber einen dazvischengeschalteten 
Trager ( 1 *0 mittelbar aufgelotet ist und bei dem der 
scbeibenf ormige Halbleiterkorper (1) an seiner Ober- 
seite mindestens einen flachenmaflig eng begrenzten elek- 
trischen AnschluBkont akt aufveist, von dem eine elektrische 
Verbindungsleitung (5) zu einem auBeren Ans chluBleit er (6) 
des Halbleiterbauelement s f lihrt , der dem f lachenmaBig 
eng begrenzten elektrischen AnschluBkontakt zugeordnet 
ist, dadurch gekennzeichnet , daB der scheibenf ormige 
Halbleiterkorper ( 1 ) in eine Aussparung (3) einer eben- 
falls auf den metallischen Sockel (2) unmittelbar oder 
uber den dazvischengeschalteten Trager (1U) mittelbar 
aufgeloteten verlorenen Lotschablone (9) eingefugt ist. 

2. Halbleiterbauelement nach Anspruch 1 , bei dem der 
scbeibenf ormige Halbleiterkorper (1) auf den metal- 
lischen Sockel (2) uber den dazvischengeschalteten 
Trager (lU) mittelbar aufgelotet ist, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der dazvis chenges c hal t et e Trager (1U) 
aus elektrisch isolierendem Material besteht . 
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3. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der dazvischengeschaltete Trager (U) aus 
Keramik, vorzugsweise aus Berylliumoxid , besteht. 

k. Halbleiterbauelement nach Anspruch 2 Oder 3, bei dem 
die mit dem dazwischengeschalteten Trager (1«) verlotete 
Unterseite des scheitenformigen Halbleiterkorpers (1) 
einen. elektrischen AnschluBkontakt bildet, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die verlorene Lotschablone (9) als elek- 
triscber Zuf uhrungsleiter zu diesem AnschluBkontakt dient 
and daB von ihr eine elektrische Verbindungsleitung (5«) 
zu einem auBeren AnscbluBleiter (6') des Halbleiterbau- 
elementes fuhrt, der dem an der Unterseite des scheiben- 
formigen HalbleiterkSrpers (D angebrachten elektrischen 
AnschluBkontakt zugeordnet ist. 

5 Halbleiterbauelement nach einem der Anspriiche 1 bis U, 
dadurch gekennzeichnet, dafl Mittel (10, 10>; 11) zur Lage- 
fixierung der verlorenen Lotschablone (9) relativ zu dem 
metallischen Sockel (2) vorgesehen sind. 

6. Halbleiterbauelement nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB an dem Sockel (2) mindestens ein Vorsprung 
(11) angebracbt ist, der die Lage der Lotschablone (9) 
relativ zum Sockel (2) festlegt. 

7. Halbleiterbauelement nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB mindestens zwei raumlich eng begrenzte Vor- 
spriinge (11) vorgesehen sind, die in mindestens zwei Aus- 
sparungen (10; 10') eingreifen, die an der verlorenen L5t- 
schablone (9) und gegebenenf alls an dem zvischen Sockel 

(2) und Lotschablone (9) vorgesehenen Trager (U) angebracht 
sind. 




8. Harblei t erbauelement nach einem der Anspruche 1 bis 7 

mit mehreren scheibenf ormigen Halbleit erkorpern (1, 1', 1 ft ), 
dadurch gekennzeichnet , daB fur samtliche Halbleiterkorper 
(1, 1', 1 IT ) eine gemeinsame verlorene Lot schab lone (9) 
vorgesehen ist, die fur jeden der Halbleiterkorper (1, 1', 
1 ff ) eine besondere Aussparung (8, 8 1 , 8 ,f ) enthalt , 
in die der Halbleiterkorper (l, 1', 1 ,f ) eingefugt ist. 

9. Halbleit erbauelement nach mindestens einem der An- 
spriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die elek- 
trische Verbindungsleitung (5)t die von dem mindestens 
einen an der Oberseite des Halbleiterkorpers (1) ange- 
hrachten flachenmaBig eng begrenzten elektrischen An- 
schlufikontakt zu dem ihm zugeordneten auBeren AnschluB- 
leiter (6) des Halbleiterbauelements f uhrt , und gegebenen- 
falls die elektrische Verbindungsleitung (5 T ), die von 
der mit der Unterseite des Halbleiterkorpers (1) ver- 
bundenen verlorenen Lotschablone (9) zu dem auBeren An- 
schlufileiter (6 f ) f uhrt , der dem an der Unterseite des 
scheibenf ormigen Halbleiterkorpers (1) angebrachten elek- 
trischen Anschluflkontakt zugeordnet ist, als dunner Metall- 
draht ausgebildet ist . 

10. Halbleiterbauelement nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der dunne Metalldraht (5; 5 1 ) mit den ent- 
sprechenden An schluBst ellen verschweiBt (gebondet) ist. 

11. Halbleiterbauelement nach Anspruch 9. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der dunne Metalldraht (5; 5 f ) mi*t den ent- 
sprechenden AnschluBstellen verlotet ist. 
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Haltleiterbauelement 
Stand der Technik 

Die Brfindung betrifft ein Halbleiterbauelement nach der 
Gattung des Hauptanspruchs . 

Ein Halbleiterbauelement, bei dem ein scheibenf Srmiger 
Halbleiterkorper auf einen metallischen Sockel unmittelbar 
aufgelotet ist, ist beispielsveise aus der US-PS 35 8U 265 
bekannt. Ferner iat es bekannt , einen scheibenf ormigen 
Halbleiterkorper auf einen metallischen Sockel mittelbar 
uber einen dazvischengeschalteten Trager , der aus elektrisch 
leitendem Material besteht und die unterschiedlichen Warme- 
ausdehnungskoeffizienten von Sockel und Ealbleiterkdrper 
ausgleichen soil, aufzuloten. 

Weiterhin sind Halbleiterbauelemente bekannt geworden , bei 
denen die mit dem metallischen Sockel zu verlotende Unter- 
seite des scheibenf ormigen Halbleiterkorpers einen ffanz- 
flachigen elektrischen Anschlufikontakt des HalbleiterkSrpers 
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bildet und bei denen ferner an der Oberseite des scheiben- 
formigen Halbleit erkorpers lindestens ein f lachenmafiig eng 
begrenzter elektrischer Ans chlufikont akt angebracht ist, von 
dem eine elektrische Verbindungsleitung zu einem aufieren An- 
schlufileiter des Halbleiterbauelement s t ubrt t der als An- 
schlufistift ausgefuhrt sein kann und dem f lachenmafiig eng 
begrenzten elektrischen Ans chlufikont akt an der Oberseite 
des Halbleiterkorpers zugeordnet ist. Das Anbringen der 
elektrischen Verbindungsleitung kann dabei entweder in Lot- 
technik Oder in Bondtechnik ausgefuhrt werden. Bei der- 
artigen Halbleiterbauelementen ist es notwendig, den scheiben- 
formigen Halbleiterkorper vor dem Lotprozess mit Hilfe von 
Schablonen relativ zu dem Sockel zu fixieren. 

Werden die elektrischen Verbindungsleitungen , die von den 
aufieren Anschlufileitern zu den Ans chlufikontakt en an der Ober- 
seite des Halbleiterkorpers fuhren, am Halbleiterkorper und 
an den aufieren Anschlufileitern in Lottechnik angebracht, 
so besteht zwar die Moglichkeit , diese Anschlufileiter mit 
bestimmten Federeigenschaf ten auszustatten und mit ihrer Hilfe 
den Halbleiterkorper wahrend des Lotprozesses an den metal- 
lischen Sockel federnd anzudriicken (US-PS 37 20 999), so dafi 
die zur Justierung des- Halbleiterkorpers auf dem Sockel ver- 
wendete Schablone vor dem Lotprozess vieder entfernt werden 
kann und Ent f ormuhgsprobleme hinsichtlich der Schablone nach 
dem Lotprozess somit entfallen ( US-PS 36 89 985, US-PS 37 15 
633 und US-PS 37 11 752). Dieses Verfahren ist aber nur dann 
anwendbar, wenn der scheibenf ormige Halbleiterkorper und die 
an seiner Oberseite angebrachten Anschlufikont akte verhaltnis- 
mafiig grofiflachig ausgebildet sind und demzufolge an das 
Positionieren des Halbleiterkorpers relativ zum Sockel keine 
extrem hohen Anf orderungen gestellt werden mussen. Ein Ver- 
rutschen des Halbleiterkorpers nach dem Entfernen der Schab- 
lone vor oder wahrend des Lotprozesses kann aber hier 
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nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 

Werden die elektrischen Verbindungsleitungen , die von 
den auBeren AnschluSleitern des Halbleiterbauelements 
zu den ihnen zugeordneten AnschluBkontakten an der Ober- 
seite des Halbleiterkorpers fuhren, an dem Haltleiter- 
korper und an den zugehorigen auBeren AnschluBleit ern in 
Bondtechnik angebracht ( US-PS U1 28 802), vas insbesondere 
bei sehr kleinf lachigen Halbleiterkorpern oder bei solchen 
mit sehr vielen AnschluBkontakten der Fall ist, so 
konnen die hierbei vervendeten Bonddrahte, falls der 
Halbleiterkorper mit seiner Unterseite an den Sockel 
angeldtet vird, erst nacb dem Lotprozess an dessen Ober- 
seite angebracht verden, veil sie zur Fixierung des 
Halbleiterkorpers auf dem Sockel vahrend des Lotprozesses 
nicht herangezogen werden konnen. Die zur Justierung 
des Halbleiterkorpers auf dem Sockel vervendete Form- 
schablone kann hierbei erst nach dem Lotprozess vieder 
entfernt werden. Dabei treten in einer Mengenferti- 
gung Entformungsprobleme auf . Venn der Halblei t erkorper 
vahrend des Lotprozesses gegen die Schablone schwimmt, 
kann er sich heim anschliefienden Abkuhlvorgang ver- 
klemmen, und beim Entfernen der Schablone konnen am Rand 
des Halbleiterkorpers Kristallbruche auftreten, die dxe 
Sperrfahigkeit und die elektrische Funktion des Halb- 
leiterkorpers beeintrachtigen konnen. 

Vorteile der Erfindung 

Das erfindungsgemfiBe Halbleiterbauelemen* mit den kenn- 
zeichnenden Merkmalen des Hauptanspruchs hat demgegen- 
iiber den Vorteil, daB ein mogliches Verklemmen des 
scbeibenformigen Halbleiterkorpers bei dem sich an den 
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Lotprozess anschlieBenden Abkuhlvorgang mit der Lot- 
schablone nicht mehr schadlich ist, veil diese im Gegen- 
satz zu der bislang vervendeten Formschablone, die nach 
dem Lotprozess vieder entfernt vird, Bestandteil des 
Halbleiterbauelementes ist. Zur Justierung der ver- 
lorenen Lot schablone und des scheibenf ormigen Halbleiter- 
korpers kann gemafi einer moglichen Ausfuhrung des Ver- 
fahrens zur Herstellung des erfindungsgemafien Halbleiter- 
bauelements eine Formschablone vervendet werden, die 
jetzt bei ihrem Katferaen nach dem L5tprozess allenfalls 
die verlorene Lot schablone , nicht aber den scheibenf or- 
migen Halbleiterkorper , beschadigen kann. Weitere Vorteile 
ergeben sich aus den Unteranspruchen. 



Zeichnung 

Ausfuhrungsbeispiele des erfindungsgemafien Halbleiterbau- 
elementes sind in der Zeichnung dargestellt und in der 
nachfolgenden Beschreibung naher erlautert. Es zeigen: 

Figur 1 ein erstes Ausf uhrungsbei spiel eines Halbleiterbau- 
elements nach der Erfindung mit abgeschnitt ener Deckkappe in 
der Draufsicht; 

Figur 2 einen Schnitt nach der Linie II-II der Figur 1 ; 

Figur 3 eine Anordnung zum Justieren und Verloten eines 
zweiten Ausf uhrungsbeispiels eines Halbleit erbauelement s 
nach der Erfindung in der Draufsicht; 

Figur U einen Schnitt durch ein vormontiertes , noch nicht 
verlotetes Halbleiterbauelement mit einer Formschablone 
zum Justieren der ver schiedenen Teile zueinander; 
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Figur 5 eine Draufsicht auf die Anordnung nach Figur k; 

Figur 6 ein drittes Ausf uhrungsbei spiel eines Halbleiter- 
bauelements aach der Erfindung mit abgescnnittener Deck- 
kappe in der Draufsicht; 

Figur 7 einen Schnitt nach der Linie VII-UII der Figur 6. 
Beschreibung der Ausffihrungsbeispiele 

In den Figuren 1 und 2 ist ein Halbleiterbauelement in der 
Draufsicht und im Schnitt dargestellt , das einen als Tran- 
sistor ausgebildeten scheibenf ormigen Halbleiterkorper 1 
enthalt. Der Halbleiterkorper 1 tragt an seiner Unterseite 
einen ersten AnschluBkontakt , der sich fiber die ganze Unter- 
seite erstreckt. Mit diesem AnschluQkontakt ist der Halb- 
leiterk6rper 1 auf einen metallischen Sockel 2 aufgelotet, 
welcher einen Teil des Gehauses 3 des Halbleiterbauelements 
bildet und gleichzeitig als KollektoranschluB fur den als 
Transistor ausgebildeten scheibenf ormigen Halbleiterkorper 
1 dient. Bestandteil des Gehauses 3 ist ferner eine Deck- 
kappe h, die auf den metallischen Sockel 2 auf geschweiflt ist. 
Der obere Teil der Deckkappe k ist in Figur 1 abgeschnitten . 
An seiner Oberseite trSgt der HalbleiterkSrper 1 zwei 
weitere AnschluBkontakte , von denen der eine den Emitter- 
anschluB und der andere den Basi sanschluB des Transistors 
bildet. Von diesen beiden an der Oberseite angebrachten An- 
schluBkontakten ffihrt je ein Bonddraht 5 zu einen pfosten- 
f ormigen Anschluflleiter 6, der fiber eine Glaseinschmelzung 
7 isoliert durch den metallischen Sockel 2 hindurchge ffihrt 
ist. Ein dritter pf ostenartiger Anschluflleiter 6', der nur 
in Figur 2 dargestellt ist, ist auf den Sockel 2 stumpf auf- 



19 1 

3401404 



geschweiBt und bildet den auBeren KollektoranschluB des 
Transistors . 

Der scheibenf ormige Halbleiterkorper 1 ist in eine Aus- 
sparung 8 einer auf den met allischen Sockel 2 aufgeloteten 
verlorenen Lotschablone 9 eingefugt. Die Kantenlange der 
Aussparung 8 ist dabei urn ca. 0 , 1 mm groBer als die Kanten- 
lange des Halbleiterkorpers 1 gewahlt . Urn die verlorene 
Lotschablone 9 und damit den scheibenf ormigen Halbleiter- 
korper 1 auf dem metallischen Sockel 2 justieren zu konnen, 
sind am Umfang der Lotschablone 9 Einbuchtungen 10 und an 
dem metallischen Sockel 2 zwei Hoppen 11 vorgesehen. Die Ein 
buchtungen 10 und die Boppen 11 sind so zueinander angeord- 
net, daB die verlorene Lotschablone 9 auf den metallischen 
Sockel 2 in einer definierten Lage unverriickbar aufgesetzt 
werden kann. Beim Ausf uhrungsbeispiel nach den Figuren 1 
und 2 ist die verlorene Lotschablone 9 kreisformig ausge- 
bildet und konzentrisch zu der sie umschlieBenden Deckkappe 
1» angeordnet. Die beiden Einbuchtungen 10 sind dabei am Um- 
fang der verlorenen Lotschablone 9 einander diametral gegen- 
iiberliegend und die beiden Noppen 11 an dem metallischen 
Sockel 2 in entsprechender Lage angebracht. 

Es verstebt sich, daB diese Anordnung nur beispielhaft zu 
verstehen ist. Die Einbuchtungen 10 konnen auch an anderen 
Stellen des Umfangs der verlorenen Lotschablone 9 ange- 
bracht werden oder durch anders gestaltete Ausnehmungen 
ersetzt werden, die im Inneren der Lotschablone angebracht 
sein konnen. 

Aufler der Aussparung 8, die den scheibenf ormigen Halbleiter 
korper 1 auf nimmt , ist in der verlorenen Lotschablone 9 fur 
den Durchtritt der beiden pf ostenartigen AnschluBleiter 6 
je eine weitere Aussparung 12 vorgesehen, die kreisformig 
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ausgebildet ist und deren Durchmesser jeweils so gevahlt 
ist, dafl aucta die Glaseinschmelzungen 7, die die beiden 
AnschluBleiter 6 aufnehmen, freiliegen, so daB ein Kurz- 
schluB zwischen den verschiedenen AnschlSssen des Tran- 
sistors vermieden wird. 

In der Nabe der fur den scheibenf ormigen Halbleiterkorper 
1 vorgesehenen Aussparung 8 enthalt die verlorene Lot- 
scbablone 9 zwei weitere Aussparungen 13." In diese Aus- 
sparungen 13 sind vor dem Zusammenloten der Anordnung 
Lotformteile eingelegt vorden, die den Lotvorrat zum An- 
loten des scheibenf ormigen Halbleiterkorpers 1 und der 
verlorenen Lotschablone 9 an den metallischen Sockel 2 
bildeten. 

Bei der Herstellung des Halbleiterbauelement s nach den 
Piguren 1 und 2 wird vie folgt verfahren: 

Der aus Metall bestehende, bereits nit den Noppen 11 und 
mit Bohrungen fur die Glaseinschmelzungen versebene 
Sockel 2, auf den bereits der ebenfalls aus Metall be- 
stehende pfostenartige AnschluBleiter 6' stumpf aufge- 
schweiBt ist, wird zunachst an seiner ganzen Oberflache 
einschliefilich der des pf ostenartigen AnschluBleiters 6' 
ait einer korrosionsbestandigen und lStfahigen metallischen 
Scbicht, die vorzugsweise aus Hickel besteht, uberzogen. 
Dann werden die pf ostenartigen AnschluBleiter 6 in die 
Bohrungen des metallischen Sockels 2 eingeschmolzea und 
auf diese Weise mit Hilfe der Glaseinschmelzungen 7 durch 
den Sockel 2 isoliert hindurchgef iihrt . 
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Nun wird die verlorene Lotschablone 9, die vorzugsweise 
aus Kupfer besteht und vernickelt ist, auf den Sockel 2 
aufgesetzt und dabei mit Hilfe der Noppen 11 des Sockels 
2 und der an ihr angebrachten Einbuchtungen 10 relativ 
zu dem Sockel 2 justiert. Dann wird in die Aussparung 8 
der scheibenf ormige Halbieiterkorper 1 und in die Aus- 
sparungen 13 jeweils ein in den Figuren 1 und 2 nicht 
dargestelltes Lotformteil eingelegt und die so montierte 
Anordnung durch den Lotofen transport iert . 

Beim Lotprozess wird das in die Aussparungen 13 in Form der 
Lotformteile eingebrachte Lot gescbmolzen und wandert unter 
der Wirkung der Kapillarkraf t unter die Lotschablone 9 und 
unter den scheibenf ormigen Halbieiterkorper 1 und bevirkt, 
dafi diese beiden Teile 9 und 1 gleicbzeitig auf den metalli- 
schen Sockel 2 aufgelotet werden. 

Nach der Entnahme der so verldteten Anordnung aus dem Lot- 
ofen werden in einem besonderen Arbeitsgang die Bonddrahte 
5 angebr'acht, die von den Anschlufikontakt en an der Ober- 
seite des scheibenf ormigen Halbleiterkorpers 1 zu den 
pf ostenartigen AnschluBleitern 6 fuhren. 

Das auf diese Weise vollstandig kontaktierte Halbleit erbau- 
element wird anschlieflend mit der Deckkappe k versehen, 
die auf den metallischen Sockel 2 auf geschweifit wird. 

Es versteht sich von selbst, daB die Erfindung nicht auf 
die anhand der Figuren 1 und 2 beschriebene Anordnung. be- 
schrankt ist. Anstelle eines einzigen Halbleiterkorpers 
konnen auch mehrere Halbieiterkorper gleichzeitig auf den 
metallischen Sockel 2 unter Verwendung einer einzigen ver- 
lorenen Lotschablone aufgelotet werden, die fur jeden dieser 
Halbieiterkorper eine besondere Aussparung enthalt. Auch besteht 
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die Moglichkeit, den Oder die Halbleiterkorper zusammen 
mit der verlorenen Lotschablone gegen den metallischen 
Sockel 2 elektriscb zu isolieren. Dies kann dadurcb ge- 
schehen, dafl in die Anordnung zwischen den metallischen 
Sockel und das aus Halbleiterkorper und Lotschablone be- 
stehende System eine isolierende Platte, beispielsweise 
aus Keramik, eingelotet wird. 

Figur 3 zeigt beispielhaft eine Anordnung, bei der auf 
einen gemeinsamen metallischen Sockel drei plattchen- 
fSrmige Halbleiterkorper 1, 1', T * • unter Verwendung 
einer einzigen verlorenen L5tschablone 9 aufgelotet 
werden konnen. Hierzu sind in der Lotschablone 9 Aus- 
sparungen 8, 8', 8" vorgesehen. Die Justierung erfolgt 
mit Hilfe zveier an dem Sockel 2 angebrachter Noppen 1 1 , 
die in weitere Aussparungen 10* der Lotschablone 9 ein- 
greifen. Zur Aufnahme eines Lotformteils dient eine 
weitere Aussparung 13. 

Die Figuren k und 5 zeigen ein in Herstellung begriffenes 
Halbleiterbauelement vor dem Verloten gemaB einem weiteren 
Vorschlag der Erfindung. Bei diesem Ausf uhrungsbeispiel 
ist vorgesehen, daB ein als Transistor ausgebildeter Halb- 
leiterkorper 1 mit seinem an der Unterseite ganzflachig 
angebrachten KollektoraaschluB auf einen metallischen 
Sockel 2 isoliert aufgelStet werden soil. Zur Isolierung 
dient hierbei eine beidseitig metalli siert e Keramikplatte 
Ik aus Berylliumoxid, die zwischen dem aus der verlorenen 
Lotschablone 9 und dem Halbleiterkorper 1 einerseits und 
den Sockel 2 andererseits bestehenden System eingelotet 
wird. Die Metallisierung der Keramikplatte lU kann als 
oberste Schicht einen Goldaberzug enthalten. 
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Auf den met allischen Sockel 2 vird eine Forms chab lone 15 
aufgelegt. In eine Aussparung der Forms chablone 15 vird 
zuerst ein Lotformteil 16 und anschliefiend die Keranik- 
platte 1U eingelegt, die auf diese Weise auf das Lotform- 
teil 16 zu liegen kommt und die in der Forms chablone 15 
befindliche Aussparung bis auf einen schmalen f reigelassenen 
Rand vollstandig ausfiillt. Auf die Keramikplatte 1U vird 
eine verlorene Lotschablone 9 aufgelegt, deren auflere Ab- 
messungen genau denen der Keramikplatte 1U entsprechen 
und die eine Aussparung 8 fur den Halbleiterk5rper 1 
und eine Aussparung 13 fur ein weiteres Lotformteil 17 
besitzt. Nach dem Auflegen der Lotschablone 9 auf die 
Keramikplatte lU werden in die in dieser Schablone vor- 
gesehenen Aussparungen 8 und 13 der Halbleit erkorper 1 
und das Lotformteil 17 eingelegt und danach das so mon- 
tierte System durch den Lotofen transportiert . Hier er- 
folgt die Verlotung in der bereits veiter oben be- 
sehriebenen Weise* 

- Die Aussparung 13 in der verlorenen Lotschablone 9 kann 
ent fallen, venn anstelle des Lotformteils 17 ein Lotform- 
teil verwendet vird, das unter den Halbleit erkorper 1 oder 
unter die verlorene Lotschablone 9 gelegt wird, oder venn 
die verlorene Lotschablone 9 und/oder der Halbleiterkorper 
1 an der jeveiligen Unterseite mit einer Lotschicht ver- 
sehen ist. 

Der Unterschied gegenuber dem Ausf iihrungsbei spiel nach 
den Figuren 1 und 2 besteht darin, da© beim vorliegenden 
Ausf uhrungsbeisiel der auf den metallischen Sockel 2 auf- 
gelotete Halbleit erkorper 1 gegen diesen durch die Kera- 
mikplatte \h isoliert wird. Dies fuhrt dazu, dafc der an 
der Unterseite des Halbleiterkorper s 1 liegende Kollektor- 
anschluB ebenso vie die an seiner Oberseite liegenden 
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Elektroden (Basis- und Emitteranschlufi) von der Ober- 
seite des Systems her zu kontaktieren ist, vozu die 
verlorene Lot schablone 9 Vervendung f indet . An dieser 
Lotschablone 9 kann ein dunner Metalldraht fur den 
AnschluB des Kollektors in gleicher Weise vie fur 
den Emitter- und Basiskontakt angelotet oder ange- 
scnveiBt verden. Beim Anbringen des Metalldrahts in 
Bondtechnik (SchveiBen) kann die verlorene Lotschab- 
lone 9 zuvor mit- einer dunnen Scbicht aus Aluminium 
oder Nickel, beim Anbringen des Metalldrahts in Lottech- 
nik mit einer dunnen Schicht aus Nickel versehen verden. 

Das so hergestellte fertige Bauelement ist in den Figuren 
6 und 7 dargestellt. Samtliche nach auflen gefuhrten An- 
schluBdrahte gehen hier von der Oberseite des aus dem 
Halbleiterkorpers 1 und der verlorenen Lotschablone 9 
gebildeten Systems aus. Wie beim Aus fiihrungsbei spiel nach 
den Figuren 1 und 2 fuhrt jeveils ein Bonddraht 5 vom 
Emitter- und Basiskontakt zu einem besonderen p.fostenar- 
tigen AnschluBleiter 6, der isoliert durch den Sockel 2 
hindurchgefuhrt ist. Im Gegensatz zu dem Ausf uhrungsbeispiel 
nach den Figuren 1 und 2 ist auch der Kollektor uber 
einen Bonddraht kontaktiert, der hier mit 5* bezeichnet 
ist und von der verlorenen Lotschablone 9 zu* einem pfosten- 
artigen AnschluBleiter 6' f iihrt , der wie die beiden an- 
deren pf ostenartigen AnschluBleiter 6 iiber eine Glasein- 
schmelzung 7 isoliert durch den Sockel 2 hindurchgefuhrt 
ist . 
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